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(57)摘要

本发明公开了一种芯片硅生产用无尘加工

工艺，包括以下加工步骤：步骤a、拉晶，将原料至

于坩埚内，待原料完全溶解后，将仔晶放于熔解

物表面，进行拉晶操作，直至拉出较最终的晶圆

片直径更大的单晶硅锭；步骤b、单晶硅锭的初加

工；步骤c、晶圆切片；步骤d、晶圆无尘细加工；步

骤e、刻蚀和清洗；步骤f、晶圆片抛光和清洗；步

骤g、质量检测。有益效果在于：通过在晶圆加工

过程中的边角磨光和表面研磨步骤针对研磨部

位进行负压吸尘，可减少和消除晶元加工过程中

产生的粉尘，从而在芯片硅生产过程中实现无尘

加工，减少了加工过程中粉尘对设备运行的不良

影响，且消除了在晶圆加工过程中粉尘附着对其

表面的影响，提高了晶圆的加工质量。
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1.一种芯片硅生产用无尘加工工艺，其特征在于，包括以下加工步骤：

步骤a、拉晶，将原料至于坩埚内，待原料完全溶解后，将仔晶放于熔解物表面，进行拉

晶操作，直至拉出较最终的晶圆片直径更大的单晶硅锭；

步骤b、单晶硅锭的初加工，将步骤a中生成的单晶硅锭两端的端点切除么然后在其周

向做直研磨，形成端面与最终晶圆片形状和直径一致的单晶硅切片原料；

步骤c、晶圆切片，将步骤b中生成的单晶硅切片原料切片，形成晶圆切片粗料；

步骤d、晶圆无尘细加工，将晶圆切片粗料进行边角磨光和表面研磨，在边角磨光和表

面研磨过程中采用进行负压吸尘，消除边角磨光和表面研磨设备内部的粉尘；

步骤e、刻蚀和清洗，使用氢氧化钠、乙酸和硝酸的混合物对细加工后的晶圆表面进行

刻蚀，消除晶圆无尘细加工步骤中表面产生的损伤和裂纹，并且将晶圆片的边缘磨圆；

步骤f、晶圆片抛光和清洗，在超净间内使用细浆或抛光化合物对晶圆片进行表面抛

光，消除上述加工步骤中晶圆片表面产生的微坑，而后送入清洗槽内清洗；

步骤g、质量检测，对清洗后的晶圆片进行缺陷检测。

2.根据权利要求1所述一种芯片硅生产用无尘加工工艺，其特征在于：所述步骤a中，拉

晶过程中，仔晶与坩埚的旋转方向反向。

3.根据权利要求1所述一种芯片硅生产用无尘加工工艺，其特征在于：所述步骤b中，单

晶硅锭表面沿轴向成型一显示晶向的豁口或平面。

4.根据权利要求1所述一种芯片硅生产用无尘加工工艺，其特征在于：所述步骤e中，刻

蚀后的晶圆片边缘磨圆后对边缘进行抛光处理。

5.根据权利要求1所述一种芯片硅生产用无尘加工工艺，其特征在于：所述步骤f中，晶

圆表面抛光步骤重复进行2-3次。

6.根据权利要求1所述一种芯片硅生产用无尘加工工艺，其特征在于：所述步骤d中，边

角磨光设备内部的设置有两根负压吸尘管，且端部分别朝向磨光片与晶圆的接触点两侧；

表面研磨设备内部设置有呈环形分布的至少6根负压吸尘管，且沿研磨盘的周向分布。
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一种芯片硅生产用无尘加工工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及芯片硅加工技术领域，具体涉及一种芯片硅生产用无尘加工工艺。

背景技术

[0002] 芯片硅指加工后的半导体硅晶片，是制作集成电路及分立器件的基础材料。芯片

硅的生产需要经过拉晶、生成单晶硅锭、晶圆切片、晶圆加工、刻蚀和抛光等步骤，其中在晶

圆加工过程中会伴随产生大量的粉尘，尤其是在晶圆加工的边角磨光和研磨过程中，产生

的粉尘落在研磨设备和晶圆片上，在磨光和研磨过程中，会对加工产生一定的阻碍作用，降

低晶圆片的加工质量。在加工电路时，晶圆表面的粉尘会对电路的加工造成极大的不良影

响，因此需要消除晶元加工过程中粉尘的产生。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种芯片硅生产用无尘加工工艺，

本发明提供的诸多技术方案中优选的技术方案具有：通过优化加工工艺，减少和消除加工

过程中粉尘的产生和附着，提高芯片硅的加工质量等技术效果，详见下文阐述。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供了以下技术方案：

本发明提供的一种芯片硅生产用无尘加工工艺，包括以下加工步骤：

步骤a、拉晶，将原料至于坩埚内，待原料完全溶解后，将仔晶放于熔解物表面，进行拉

晶操作，直至拉出较最终的晶圆片直径更大的单晶硅锭；

步骤b、单晶硅锭的初加工，将步骤a中生成的单晶硅锭两端的端点切除么然后在其周

向做直研磨，形成端面与最终晶圆片形状和直径一致的单晶硅切片原料；

步骤c、晶圆切片，将步骤b中生成的单晶硅切片原料切片，形成晶圆切片粗料；

步骤d、晶圆无尘细加工，将晶圆切片粗料进行边角磨光和表面研磨，在边角磨光和表

面研磨过程中采用进行负压吸尘，消除边角磨光和表面研磨设备内部的粉尘；

步骤e、刻蚀和清洗，使用氢氧化钠、乙酸和硝酸的混合物对细加工后的晶圆表面进行

刻蚀，消除晶圆无尘细加工步骤中表面产生的损伤和裂纹，并且将晶圆片的边缘磨圆；

步骤f、晶圆片抛光和清洗，在超净间内使用细浆或抛光化合物对晶圆片进行表面抛

光，消除上述加工步骤中晶圆片表面产生的微坑，而后送入清洗槽内清洗；

步骤g、质量检测，对清洗后的晶圆片进行缺陷检测。

[0005] 作为优选，所述步骤a中，拉晶过程中，仔晶与坩埚的旋转方向反向。

[0006] 作为优选，所述步骤b中，单晶硅锭表面沿轴向成型一显示晶向的豁口或平面。

[0007] 作为优选，所述步骤e中，刻蚀后的晶圆片边缘磨圆后对边缘进行抛光处理。

[0008] 作为优选，所述步骤f中，晶圆表面抛光步骤重复进行2-3次。

[0009] 作为优选，所述步骤d中，边角磨光设备内部的设置有两根负压吸尘管，且端部分

别朝向磨光片与晶圆的接触点两侧；表面研磨设备内部设置有呈环形分布的至少6根负压

吸尘管，且沿研磨盘的周向分布。
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[0010] 综上，本发明的有益效果在于：通过在晶圆加工过程中的边角磨光和表面研磨步

骤针对研磨部位进行负压吸尘，可减少和消除晶元加工过程中产生的粉尘，从而在芯片硅

生产过程中实现无尘加工，减少了加工过程中粉尘对设备运行的不良影响，且消除了在晶

圆加工过程中粉尘附着对其表面的影响，提高了晶圆的加工质量。

具体实施方式

[0011] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本发明的技术方案进行

详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基

于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有

其它实施方式，都属于本发明所保护的范围。

[0012] 本发明提供了一种芯片硅生产用无尘加工工艺，包括以下加工步骤：

步骤a、拉晶，将原料至于坩埚内，原料除硅原料还需要在原料内加入搀杂剂使生长出

的单晶硅锭表现出所需要的电特性，待原料完全溶解后，将仔晶放于熔解物表面，仅与熔融

物的表面接触，进行拉晶操作，直至拉出较最终的晶圆片直径更大的单晶硅锭，以便于后续

的加工，拉晶过程中，仔晶与坩埚的旋转方向反向，以保证多晶硅原料和搀杂剂混合均匀；

生长过程开始于快速提拉仔晶，以便使生长过程初期中仔晶内的晶缺陷降到最少；然后减

缓拖拉速度，使晶体的直径增大，并且在达到所要求的直径是，稳定生长条件使直径的生长

保持稳定；由于仔晶逐渐浮出熔融原料，其相接处点的表面张力会在仔晶表面形成一层硅

膜，冷却结束后，形成的单晶硅锭内的硅原子将会根据仔晶内部的晶体结构进行自我定向；

步骤b、单晶硅锭的初加工，将步骤a中生成的单晶硅锭两端的端点切除么然后在其周

向做直研磨，形成端面与最终晶圆片形状和直径一致的单晶硅切片原料，形成切片原料后，

单晶硅锭表面沿轴向成型一显示晶向的豁口或平面，以便于对硅锭的内部晶体定向进行观

察；

步骤c、晶圆切片，将步骤b中生成的单晶硅切片原料切片，形成晶圆切片粗料，在对硅

锭内部的晶体结构检查完毕后，即可进行切片，由于单晶硅切片原料硬度较大，因此需要采

用金刚石锯进行切割，晶圆原料的切割厚度需要大于成品晶圆厚度，以便于进行打磨和抛

光；采用金刚石锯进行晶圆原料切割，可减少对晶圆片的损伤，提高厚度的均匀性，并且能

够防止晶圆弯曲和翘曲等缺陷；

步骤d、晶圆无尘细加工，晶圆的细加工用于对减少晶圆片正反两面的锯痕和表面损

伤，以便于后续加工，并且在细加工过程中，通过打薄晶圆片，可消除晶圆片释放在切割过

程中其内部产生的应力，将晶圆切片粗料进行边角磨光和表面研磨，在边角磨光和表面研

磨过程中采用进行负压吸尘，消除边角磨光和表面研磨设备内部的粉尘，边角磨光设备内

部的设置有两根负压吸尘管，且端部分别朝向磨光片与晶圆的接触点两侧，在打磨过程中，

边角磨光用的磨光轮在旋转过程中与晶圆的边部接触，打磨过程中产生大量的分产，并沿

磨光轮的两侧飞出，通过将两根负压吸尘管设置于磨光轮的两侧，可在打磨过程中及时吸

收粉尘，从而提高打磨设备内部的清洁度；表面研磨设备内部设置有呈环形分布的至少6根

负压吸尘管，且沿研磨盘的周向分布，在研磨轮旋转过程中，其与晶圆表面的接触面边缘会

产生大量的细微粉尘，通过呈环形分布的负压吸尘管将粉尘吸收，可防止粉尘进入设备内

部，保持研磨设备的清洁；
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步骤e、刻蚀和清洗，使用氢氧化钠、乙酸和硝酸的混合物对细加工后的晶圆表面进行

刻蚀，消除晶圆无尘细加工步骤中表面产生的损伤和裂纹，并且将晶圆片的边缘磨圆，从而

防止在电路制作过程中晶圆破损，刻蚀后的晶圆片边缘磨圆后对边缘进行抛光处理，进行

抛光处理可提高晶圆整体的清洁度，并且进一步防止电路制作过程中晶圆破损；

步骤f、晶圆片抛光和清洗，在超净间内使用细浆或抛光化合物对晶圆片进行表面抛

光，为了保证超净间内部的洁净水平，操作人员必须穿能盖住全身且不吸引和携带颗粒的

洁净服，并且在进入超净间前，需要进入吸尘室内吹净能够蓄积的任何颗粒物，晶圆表面抛

光步骤重复进行2-3次，抛光料为细浆或抛光化合物，在一般情况下，晶圆仅进行正面抛光，

少数的晶圆需要进行双面抛光，在正面抛光结束后，晶圆表面将形成镜面；抛光面用于加工

电路，因此表面要求其表面需没有任何的突起、微纹、划痕和其他的残留损伤；抛光过程分

为切削和最终抛光两个步骤，这两步都要用到抛光垫和抛光浆料，切削过程是去除硅上薄

薄的一层，以生产出表面没有损伤的晶圆片，最终抛光并不去除任何物质，只是从抛光表面

去除切削过程中产生的微坑；

抛光完成后，将晶圆片送入清洗槽内清洗，以去除晶圆表面颗粒、金属划痕和残留物，

清洗完成后要重复进行背面擦洗以去除最小的颗粒；

步骤g、质量检测，对清洗后的晶圆片进行缺陷检测，按照客户的要求对晶圆进行分类，

并在高强度灯光或激光扫描系统下检查，以便发现不必要的颗粒或其他缺陷。通过检测后，

最终的晶圆片即被包装在片盒中并用胶带密封。而后将晶圆片放在真空封装的塑料箱子

里，外部再用防护紧密的箱子封装，以确保离开超净间时没有任何颗粒和湿气进入片盒。

[0013] 采用上述结构，通过在晶圆加工过程中的边角磨光和表面研磨步骤针对研磨部位

进行负压吸尘，可减少和消除晶元加工过程中产生的粉尘，从而在芯片硅生产过程中实现

无尘加工，减少了加工过程中粉尘对设备运行的不良影响，且消除了在晶圆加工过程中粉

尘附着对其表面的影响，提高了晶圆的加工质量。

[0014] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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